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MEMORIA DESCRIPTIVA

Este invento se refiere a sistemas de memoria.

Se conocen nemorias MOSFET de acceso al azar que
utilizan cargas incrementales para almacenar informacién en
un ordenamiento de ¢élulas de memoria, incluyendo cads cé-

5 lula un disposgitivo MOSFET y un dispositivo de capacitancia.
Cade fila del ordenamiento de células de memoris puede in-
cluir un amplificador de deteccidn-refresco para detectar
la presencia do una carga que comporta informacidn sobre
una célula de memoria dirigida que se encuentra dentro de

10. dicha fila. Cade amplificador de detocecidn-refresco refresca
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tambidn peribdicamente la informacidn almacenada como cerga
en lag células de memoria que se encuentran dentro de dicha
fila. Este refresco periddico de la carga en las células de
memoria se¢ contragpone a la tendencia de la carga de disiparse
gradualmente del dispositivo de capacitancis alojado en dicha
cédlula.

Cada circuito emplificador de deteccidn-refresco re-
quiere, tipicamente, una fuente de seflales de reloj multifd-
gilco para llevar a cabo, en formg adecuada, las funciones de
deteccidn y refresco en sincronismo con el resto de la memo—
ria. En la prictica, estas sefiales se proporcionan acoplando
cada amplificador a una serie de circuitos de reloj.

Cada uno de estos circuitos de reloj requiere un
drea adicional sobre la superficie de una micropastilla de gi-
licona y consume energia electrica adiciongl. El drea superfi-
cial afecta a estos circuitos de reloj reduce el drea disponi-
ble para las células de memorias. La energis eléctrica disipa-
da por los circuitos de reloj genera un calor indesesble y
Preciss mayores suministros de energia'de los que precisaria
ung memoris que precisars dnicemente un circuito de reloj mo-
nofésico.

El dispositivo de capacitencia dispuesto en cada cé-
lula de memoris debe acoplarse a un potencial de masa de re-—
ferencia. Por lo general, en las memorias MOSFET el potencial
de mass de referencis se proporciona consctando cada uno de
estos dispositivos de capacitancia a una barrs de mass. Al-
ternativamente, la referencia de masa se establece acoplando
cada dispositivo de cgpacitancis al substrato sobre el cual

se forma, con lo que se establece ung masa de substrato.
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Cualquiera de estos dos medios de establecer la ma~
sa de referencia es indeseable debido a que aumenta signifi-
cativamente el &ree superficial requeridas por cada célula
de memoris. En caso de proporcionarse barras de masa, el drea
adicionel sobre la superficie de la micropastille de silico-
na debe ser de modo que acomode, por lo menos, una barra de
masa pera cada dos columnas de las células de memoria. De mo-
do andlogo, en caso de que se utilice una masa de stbgtrato,
cada dispositivo de cepacitancia requiere un érea sumentada
sobre la superficie de la micropastilla para acoplar efecti~
vemente el dispositivo de capacitancia a la masa de substra~
t0.

Asi pues, los métodos conocidos para establecer una
masa de referencia dan por resultado un consumo ineficaz y
costoso dol Aroa superficial de la micropastilla. EL édrea su-
perficial requerids para las barras de masa O para acoplar
cada dispositivo de capacitancia a la masa de subgtrato limi~
ts gubstancislmente el nimero de células de memoria que pue-
den disponerse sobre una micropastilla de un drea dada. Por
ol contrario, una memoria de una capacidad deda requerird
més micropastillas y/o mayores que el mimero 6ptimo como re-
sultado del Area que debe aplicarse a la masa de referencia.
Resulta claro pues que los métodos conocides para proporcio-
nar la masa de referencia presentan mayores desventajas con
respecto a la utilizacibn eficaz del drea superficial de la
brizna, el coste de fabricacién y una complejidad indesea-
ble del circuito de la memoria.

Segin un aspecto del invento, un sistema de memo-

rig incluye una célula de memoriandotada de cepacitancia para



5e

10.

150

20.

25.

Pl

AOSCITT
almacenar cargs representativa de datos binarios y medioé
para refrescar dichos datos incluyendo un primer y segundo
terminal, conesctédndose dicho primer y segundo terminal rés—
pectivamente a una primera y segunda capacitancia de velor
sustancialmente igual, preveyéndose dichos medios de refres-
O parg proporcionar en dichos termingles un potencial ini-
cial y un segundo potencial de mayor magnitud que dicho poten-
cial inicial en respuesta, con el funcionamiento, a una se—
fial de reloj que tiene un primer y segundo valor respectiva~
mente, siendo conectable en paralelo dichs capacitancia de
memoria a uns de dichas primera y segunda capacitancias, car-
géndose diches combinacién paralels de dicha capacitancia de
memoria y de dicha capacitancia, eh respuesta a dichg sefigl
de relej de segundo valor hacis dicho segundo potencisl con
una velocidad mas lenta o mas rdpida que la velocidad de car-
ga de la otra capacitancia referida dependiendo del estado
inicizl de dicha capacitancia de memoris y siendo aptos di-
chos medios de refresco para devolver a dicha capacitancia

de memoria. el estaedo inicial referido en respuesta a la ve-
locidad de carga diferencial entre dicha primera y segunda
capacitanciag.

Estos medios de refresco pueden incluir un primer
¥y un segundo digpositivo de puerta, comprendisndo ceda uno
dos electrodos controlados y un electrodo de control, conec-
tédndose el electrodo de control de cads uno de dichos dispo-
sitivos a un terminal respectivo de dichos terminales y a
uno de los electrodos controlados del otro de los dispositi~
vos citados, y conectindose entre si el otro de dichos elec—

trodos controlados de cada uno de dichos dispositivos, sien-
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do aptos dicho -primer y segundo dispogitivo de puerta pare
responder a dicho coeficiente de carga diferencial entre di-
chas primers y segunde capacitencias pare devolver el estado
injeial referido a dicha capacitancia de memoria.

Estos medios de refresco pueden incluir mediog pa=-
rg recibir dicha sefial de reloj y un par de medios de resis—
tencia, para conectar cada uno de dichos medios de recepeidy
a un terminal respectivo para proporcionar en este punto di-
cho inicial y segundo potencial.

Estos medios de refresco pueden incluir un par de
medios de registencia pare conectar, cada uno, un potencial
constante a un terminal respective de dichos termineles pri-
mero y segundo, y un tercer y cuarto disposgitivo de puerta
comprendilendo cada uno dos electrodos controlados ymun elec—
trodo de control, acoplédndose cada uno do dichos electrodos
controlados de dichos tercer y cuarto dispositivos de puertsa
a un respectivo electrodo controlado citado de dichos primero
y segundordispositivos de puerta y acopléndose entre si sus
glectrodos de control y siendo aptos para recibir dicha seflal
de reloj, adaptdndose dicho par de medios de resistencia y
dichos terceor y cuarto dispogitivos de puerta paras cooperar
con el fin de proporcionar dicho inicial y dicho segundo oo
tencial en dicho primer terminal y en dicho segundo terminak.

Egtos medios de refresco pueden incluir un par de
medios de resistencia para conectar cada uno un potencial cong-
tante a un terminal respectivo de dichos primero y segundo
termingles y un tercer dispogitivo de puerta conectado enire
dicho primer y segundo terminal, siendo aptos para cooperar

dicho par de medios de resistencia y dicho tercer dispogitivo
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de puerts con el fin de proporcionar dicho inicial y dicho se-
gundo potencial en dicho primer terminal y en dicho segundo
terminal.

Cada uno de dichos medios de resistencia puede com-
pronder un dispositivo de puerta.

La célula de memoria citada puede comprender un_dis-
positivo de puerﬁa con dos electrodos controlsdos y un elec—
trodo de control, conecténdose dicho electrodo de control a
una barra de direccidn pars habilitar dicho dispositivo de
puerta con el fin de que conecte dicha capacitancia de memoris
en paralelo con la capacitancie referida, conectdndose uno
de dichos electrodos controlado a uno de dichos terminales
primero y segundo, comprendiendo el otro electrodo controlado
dicha capacitancia de memoria y conectédndose a una barra de
direccibn para habilitar una ¢élula de memoria adyacente.

Seglin otro aspecto del invento, un sistema de memo-—
ria incluye una primera y una segunda pluralided de células
de memoria, presentando cada wna de dichas células capacidad
Para almacenar carga representativa de datos binarios, medios
pars la lecturas y/o escritura de datos binerios sobre una cé-
lula de memoris seleccionada referida, incluyendo dichos me-~
dios de lectura y/o escritura medios pars invertir sefigles
de datos que tienen primero y segundo terminales, un primer
conductor paras conectar dichs primgra pluralidad de oélulas
de memoria a dicho primer terminal, conectédndose un extremo
de dicho primer conductor a dicho primer terminal y dejéndosg
gin conectar su otro extremo para cualquier circuito externo,
un segundo conductor para conectar dicha segunda pluralidad

de células do memoria a dicho segundo termingl, conectdndose
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un extremo de dicho segundo conductor a dicho segundo termi-
nal y utilizdndose su otro extremo para recibir sefiales de
lectura o eseritura, y medios para dirigir selectivamente di-
cha primera y segunds plurelidad de célulag de memoris para
conectar una de dichas célulasg de memorie seleccionada & di-
cho primer o dicho segundo conductor, giendo el gistema de
modo que, con el funcionamiento, en el caso de datos escritos
en dicha célula de memoria seleccionads de dicha primera plu—
ralidad se aplica una seflal de datos de entrada, a través de
dicho segundo oconductor, a dicho segundo terminal, se invier-
te por dichos medios invergores y se transmite, a través de
dicho primer terminal, a la célula de memorie seleccionada

de dicha primera pluralided, en donde se almacena en formg
inversa sobre su capacitencia de memoria, o en caso de datos
de lectura procedentes de una célula‘de menoris seleccionada
de dicha primera pluralidad roferida, se aplica la seflal alma-
cenada en la célula de memoria de la primere pluralidad a
dicho primer torminal, se invierte por dichos medios inverso-
res y se aplica, a través de dicho sggundo termingl, g dicho
gsegundo conductor en su forma normal, escribiéndose y/o leyén~
dose en forma normal sobre ung célula de memoria seleccionada
de dicha segunda pluralidad.

Los conductores primero y segundo citados pueden com-
prender una primera y segun@a cepacitancia respectivamente de
valor sustancialmente igual, preveyéndose dichos medios inver—
gores pars proporcionar en dicha primera y segunda cepacitan—
c¢ig un potencial inicial y un segundo potencial de mayor mag-—
nitud que dicho potencisl inicial en respuesta, con el fun-

cionamiento, a una seflal de reloj que tiene un primer y un se-
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gundo velor respectivamente, conectdndose en paralelo la ca-
pacitancia de memoris de una de dichas células seleccionada

de dicha primers plurelidad de c&lulas a dicha primera capa~—
citancia, cargindose dicha combinacién paralela de diche ca-
pacitancis de memoris y dicha primers capacitancia, en res—
puesta a dicho segundo valor de la seflal de reloj, hacia di-
cho segundo potencial con una velocidad mas lenta 0 mds repi-
da que lg velocidad de caréa de dicha segunda capacitancia de-
pendiendo del estado inicial de dicha cgpacitanciz de memoria
v siendo aptos dichos medios inversores paras invertir los da~
tos de entrada que han de escribirse sobre diche célula de
memoria geleccionads de la primers pluralidad referida en res—
puesta a la velocidad de carga diferencial entre dicha prime—
ra y segunda capacitancias.

Los medios de direccidn citados pueden comprender
ung pluralidad de barras de direccidn, cada una de dichas cé-
lulas de memoris puede comprender un dispositivo de puerﬁa
con dos electrodos controlados y un electrodo de control, co-
nectdndose dicho electrodo de control a una de dichas barras
de direccién paras habilitar dicho dispositivo de puerta con
el fin de conectar su capacitancia de memoris a dichos mediocs
inversores, conectindose uno de dichos electrodos controlado
a uwno de dichos primero y segundoc termingles, comprendiendo
el otro electrodo controlado dicha capacitencils de memoris
y conectdndose a una barra de direccidn adyacente de las ci-
tadas para habilitar una célula de memoria adyacente de las
citadas.

Segin un aspecto ulterior del presente invento, un
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gistems de memoris incluye una plurslidad de eélulas de memo-
ria, medios para la lectura y/o esoritura de seflales de da~
tos en dichas células de memoria y una plurslidad de barras
de direccidn para habilitar cada una de ellas una célula de
memoria respectiva citada con el fin de conectarls a dichos
mediog de lectura y/o eseritura, incluyendo cada una de di-
chas células de memorig un dispositivo de puerta doradoe de
dog electrodos montrolados y un elcetrodo de control, conce-
tdndoge sus electrodos de control a una barra de direccidn
respectiva citada, conectdndose uno de los electrodos contro-
lados a dichos medios de lectura y/o escriturs y comprendien-
do su otro electrodo controlado capacidad para almacenar car—
ga representativa de dichog datos ¥y conectdndose a una barra
de direccién para habilitar una de dichas células de memoris
adyacente.

Seglin un aspecto adicional del invento se proporcio-—
na un método para refrescar datos binarios sobre una célula
de memoris dotada de capacidad para almacenar carga represen-—
tative de dichog datos, cuyo método incluye proporcionar un
potencial inicigl a una primers y sogunda capacitencia de un
valor sustancia;mente igual en respuesta a una sgeflal de reloj
de primer valor,'proporcionar un segundo potencial de mayor
magnitud que dicho potencial inicial g dicha primers y se-
gunda cepacitancia en respuesta a una seilal de reloj de sco=-
gundo valor y conectar dicha capacitancia de memoria en para=—
lelo con ung de dichas capacitancias de modo que la combinga~
cién paralelas de dicha capacitancia de memoria y dicha capa~—
citancia se carguen, en respuesta a dichs seflal de reloj de

segundo velor, hacig dicho segundo potencial con‘una velogi~
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dad mas lenta o mas rdpida que la velocidad de carga de la
otra de dichas capacitancias segln ses el estado inicial de
dicha capacitancia de memoria y refrescando dicha céluls de
memoria pars devolver dicho egtado iniecial en respuesta a la
velocided de carga diferencial entre dichas cspacitancias.

El ;presente invento se describird shora a titulo de
ejemplo con referencis a los dibujos que se acompaflan, en log
que:

La figura 1 es un diagrama en bloque de una poreidn
de una organizacidn de memoria de conformidad con el invento.

La figura 2 es uns representacidn grifica de las for—
mas de onda que aparecen en diversos puntos del diagrama de
la figura 1.

Le figura 3 &s un diagrama esquemdtico de un ampli-
ficador de deteccidn~-refresco.

Le figura 4 es un diagrema esquemdtico de una segun—
da realizacibn de un amplificador de deteccidn-refresco.

La figura 5 ilustra une topografis preferida de dos
de las células de memoria de la figura 3.

La figura 6 es un diagrame esquemdtico de una terce—
ra realizacidén de un amplificador de deteccibn-refresco.

La figura 7 es un diagrema de tiempo para la terce-
ra realizacidn.

Haciendo referencia a la figura 1, se ilustra un
diagrama de blogue de une porcién de una orgenizacién general
de una memoria 1l que incluye une pluralidad de células de me~—
morig 12 dispuestas en forma ortogongl. Cada cdélula de memoris
12 representa una capacidad de la memoris 11 para almacenar un

bitio de informacidn en formgrde un "1" o MO binario.
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La disposicién de las células de memoria 12 se orga-
niza de modo que formen umg plurslidad de filag ¥y columnas.
Ias células de memoria 12 se acoplan en el interior de cads
columna por medio de una barra de direccidn Y, por ejempio

;. Cada columng puede identificarse con una direccién Y es-

1
pecifica haciendo referencia a wna de wna plurelidad de ba-

rras de direccidn, Y, Y a Yj.

Ademds, la memoria 11 se divide en un banco o mi-
tad derecha 13 y un banco o mitad izquierda 14, comprendien-
do cada banco un nmero igual de células 12. Lag barras de
direccién Y, ¥, a ¥, se disponen en la izquierda y las ba-
rras de dirgocién Y, Yk%l a Kj en lg derecha. Debido a que
i=2k, el mémero de columnag en cada lateral es idéntico. Iag
dos mitades 13 y 14 de la memoria 11 estdn separadas por una
plurelidad de amplificadores de deteccibn-refresco 16, a l6i¢

Les células de memoria 12 de cada fila se acoplan
entre sf por medio de une barra de entrada-salida, por eJjem~
plo la barra de entrada-salida (I/0) Xi. Cada fila puede iden-
tificarse con una direccién X especifica con referencis a una
barra I1/0, X; a X;, de una pluralidaed de 4stas. Cada barra
I/0 se divide en una mitad derecha ¥ otra izquierda, tal co-
mo la mited derecha 17 y la mitad izquierda 18 de la berra
I/0 X+ Ambas mitades de cada una de las barras I/ X a Xi
se acoplan g un amplificador de deteccidn-refresco 16l a 16i
de una pluralidad de éstos. Por ejemplo, ambas mitades 17 y
18 de la barrs I/ani se acoplan al gmplificador de deteccidn-
~refresco 161. Un terminal de entrada de seflal de reloj 19
se acopla a ceda uno de la pluralidad de amplificadores de

deteccibn-refresco 16l a 161.
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Ceda una de la pluralided de barras I/0 X a X,
se acopla a wn transistor de una pluralidad de transistores
21l a 21i que se acoplan a circuitos dedodificadores (no re-
presentados). Cada una de la pluralidad de barras de direc-
eidn Y, Y a Yj, se acoplan, asfmismo, a circuitos decodifi-
cadores adicionales (no representados). Los circuitos deco-
dificadores accionan selectivamente las barras de direccién
Y y 1a pluralidad de transistores 21l a ZIi parg dirigir ca-
da una de la pluralidad de células de memorig 12. Las funcio-
nes escritas para todas las filas son proporcionadas por un
primer amplificador 22 que tiene ung entrada de escritura 23,
una entrade de datos 24 y un terminal de salidza 26. EL termi-~
nal de salida 26 se acople selectivemente a travéds de cada
uno de los t;ansistores 211 a 21i a cada una de las barras
1/0, Xy a Xy, por medio de los circuitos decodificadores. De
modo andlogo, la salida de lecturg eg proporcionada para ca-
da una de las barras I1/0, Xi a X;y por un segundo emplifica-
dor 27 que tiene una entrada de lecturs 28, una entrada de da—
t0s 29 procedente de las barras I/0 y un terminal de salidas
31.

Asociade con cada una de las mitades 17 y 18 de 1a
barra I/0 X; se encuentra una capacitancia distribuida que re=
sulta de ls capacidad inherente de la barra I/0 X; . Estas ca-
pacitancias distribuidas de 1as.mitades 17 y 18 pueden tratar—
se como capacibadores discretos, como viene indicado por los
capecitadores de carga 33 y 34 representados en la figura 3.
Significativamente, el velor del capacitador de carga 33 aso-
ciado con la mitad derecha 17 de la barra I/0 X; es igual al

valor del -capacitador de carga 34 asociado con lg mitad iz-
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quierda 18. FEL efecto de los transistores 21y a 21; de la ca~
pacitancia distribuide de la mitad derecha 17 se equilibrs 1
por medio de un cirouito compensador (no representado) acopla~
do al extremo de la mitad izquierda de cada una de las barras
I1/0 % a Xy

Haciendo referencia a la figura 2, se represents una
serie de formas de onda tal como aparccen en diversgos puntos
de le memoria 11 de la figura l. Se rcpresentan dos ciclos
del funcionamiento de la memorig 1l. EL primer ciclo incluye
el intervalo de tiempo que v4 de t=to a t=t'o y el segundo ci-
clo incluye el intervalo que v4 do t=%'y & t=t" . Durante estos
dos ciclog so0lo ge dirigen lasg primerass dos barras de direc—
cién Y, Yl e Y2. Un ciclo de trabajo completo de la memoris
11 requiere numerosos ciclos adiciongles de las barras de di-
reccibn Y. Sin embargo, los dos ciclo$ que implican Ynicamen-
te las barras de direccidn ¥, Yl o} Yé, son gsuficientesrpara
ilustrar el funcionamiento de la memoria 1l.

La figura 2A representa un reloj monofdsico o sefial
de tiempo ¢ que se aplica a cada uno de los amplificadores de
refresco de percepcidn 16l a 165 (figura 1) por el terminal
de entrada de reloj 19 (fizura l). Durante los intervalos de
tiempo de t, a %; y de t'y a t'ys ¢ se encuentra a unnpoten—
cial de O voltiog. Cuando @ = 0 voltios, el amplificador de
deteccibn-refrosco 164 descarge los capacitadores de cargs 33 y
34 (figura 3) al potencial de masa.

Durante los intervelos de tiempo de T at'yy de
'y a M @ se encuentra a un potencial de -V. Cuando se apli-~
ce simultdneamente una sefial escrita s la entrada de escriturs

23 durante estogs intervalos de tiempo, el amplificador de do-
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teceibn-refresco 16, ajusta una célula do memoria dirigida 12

al nivel de almacenamiento de informacidn deseads ("O" o wlM),
En caso de que no sea agplicable una sefial eserits, el amplifi-
cador de deteccibn-refresco 16l ?efresca la céluls de memoria

12 para mantener su nivel de almacenamiento de informacién co~
rriente durante estos intérvalos de tiempo. El funcionamiento

internc del amplificador de deteccidn-refresco 16l ge explica~
rd mas mayor detalle a continuacibn. '

Con referencia a la figura 2B, se considera gue la ba~-
rra de direccién Y, Y, (figura 1) ha sido dirigida por los cir-
cuitos decodificadores (no representados) durante el primer ci-
clo en el tiempo t=tl. En caso que se desee escribir informacidn
en la célula de memoria 12 asociada con la barra I,/0 X (figura
1) durante el primer ciclo, se aplica un potencigl -V pars ac—
tivar el transigtor 21l en el +tiempo t=t°, t8l como se represen—
ta en la figure 2E. En ol mismo ticmpo se aplicard una sefial eg—
crita y el dato que debe penetrar en lg cdluls de memoris 12 a
la entrada de escriturs 23 (figura 1) y a la entrada de datos 24
(figura 1). Una seflal de escritura en la entrads de esoriturs, 23
hace que el amplificador 22 envie la sefigl de datos a log tran—
gistores 2l. Debido a que la sellal de escriturs esti Presente en
la barra I/0 X, el mismo tiempo que el amplificador de deﬁeeoidn—
-refresco 16 rogula la célule de memoria dirigide 12, la sefial
de datos procedente de la entrada de datos 24 se establecerd en
la célula de memoria, tal como se expone mas adelante.

Haciendo shors referenc?a a la figure 20, durante el .
segundo ciclo, en el tiempo t=t'7, se considera que la barrs de
direccidn Y, Y,, (figura 1) ha sido dirigida por los circuitos

decodificadores (no representadOS); En caso que se desee la lec-
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tura de informacidn de la célula de memoria 12 de la barra

/0 X (figura 1) durante ol segundo ciclo, se aplica un po—
tencial -V para activar el transistor 211 on el tiempo t:t’z,
tal como se represents en la figurs 2D. Al propio tiempo se
eplica una sefial de lectura a la entrada do lectura 28 (figu~
ra 1), 1o que habilita el segundo amplificador 27, y la infor-
macibn que ha de leerse de la célula de memoria dirigide 12
aparece en el torminal de salida 31 (figura 1). El potencial
-V se aplica al transistor 211 en el tiempo t=t'5, a continua-
cidn del refresco de la informacién almacenada en la célula
de memoria dirigida 12. El sistema de lectura se expondrd con
detalle mag adelante.

Con referencia a la figura 3, en 8sta se ropresen—
ta un diagrama esquemédtico del amplificador de detoccibn-ro-
fresco 16l do la figura 1. El smplificador de deteccién-ro-
fresco 16; es tipico de cada uno de los otros amplificadores
161 a 161 representados en la figura 1. Con fines de claridad
dnicamente se representan cuatro células de memoris 12 aco-
Pladas el amplificador de deteccibn-refresco de percepcidn
161. ) ‘

Las qékulas de memoria 12, asociadas con las barras
de direccidn Y, Y, o Y5, y con la mitad izquierda 18 de la
barra I/0 X; se acoplan al nodo 1, en un lateral del emplifi-
cador de deteccibn-refresco 161. Lag células de memoria 12,
agociadas con las barras de direccién ¥, Yk41 8 Yk+2 ¥y con
la mitad derecha 17 do la barra I/0 Xy, se acoplan al nodo
2 del lateral opuesto del amplificador de deteccibn~refresco
161.

Cada una de las cblulas de memoria 12 incluye un
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trensistor, como los trensistores 36, 37, 38 y 39, y wn ca-
pacitador de almacenamiento, como son log capacitadores de al=
macenamiento 41, 42, 43 y 44. .

Tos transistores 36, 37, 38 y 39 son de preferencia
dispgsitivos MQSFET, Presentando cada uno un electrodo de gon~
trol, o puerta, y un primer y sggundo electrodo controlado,

0 fueﬁte y consumo. Por ejemplo, el transistor 36 presenta
una puerta 46 acoplads s la barra de direccién Y, Ty, un
primer electrodo controlado 47 acopladc a la mitad izquier—
da 18 de la barra I/0 Xi y uwn segundo electrodo controlado

48 acoplado a un primer electrodo del capacitador de almace-
nemiento 4L. De la figura 3 se desprenderd que los transis—
tores restantes 37, 38, y 39 se acop}an a8 sus respectivas ba-
rras de direccibn ¥, Yo, Yyyo © Yyyys a la barra I/O X, va
sus respectivos capacitadores de almacenamiento 42, 43 y 44,
en forma idéntica.

Un segundo electrodo del cgpacitador de almacena=
miento 41, asociado con la barra de Qireccidn Y, Yi, 56 aco-
pla por medio del conductor 51 a la barra de direccién adya-
cente ¥, ¥,. De modo andlogo, el segundo electrodo del capa—
citador de'almaoenamignto 42, asociado con lg barra de direc~-
cibn Y, Y2, s¢ acopla, por medio del conductor 52, a la barra
de direccién adyacente Y, Y.

Asi pues, resultard apsrente que los capacitadores
de almacenamiento incluidos on cada célula de memoria 12 tie~
nen gus segundos elecirodos acoplados a una barra de direc-
cibn adyacente Y de las barras de direccién Y a Yj.
Segﬁn se ha descrito antes, en cualquier tiempo se—

leccionado, solo una de las barras de direccidn Y, Y a Yj’
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es dirigida por los circuitos decodificadores (no represen—
tadog). El resto de las barras de direccidn Y no dirigidas

de lag barras Yi a Yj ge encuentran en potencial de masgf

De aqui que cuando lg ba;ra de direccidn Yi es dirigida,. la
barra de direccidn Y, Y2, adyacente se encontrard en un bo—
tencial de masa. Debido a que el capacitador qg almacenamien—
t0 41 se aoopla 8 la barra de direcciln Y, Y2, por medio'del
conductor 5}, e} potencial de masa prescnte en la barra de
direceibn Y, Y2, proporciong la maga de referencia requerida
para el capacitgdor de almacensmiento 41 cuando ls barra de
direceién ¥, Yy, es dirigida. De forma idéntica, el capacita-
dormie almacenamiento de cade una de las células de memoria
12 tiene su segundo electrodo acoplado a una barra de direc-
cibn Y adyacente de las barras de direccidn Yi a Yj, con lo
que se proporciona a cada uno de los capacitadores de almace—
namiento una masa de referencia.

Con la provigién de la masa de referencia pars ca—
da cdlula de memoria 12 en la forme antes descrita, se lleva
a cabo un sghorro sustencial del drea del substrato cuando
las células de memoria 12 se producon en formg de circuito
integrado. Segin se representa en la figura 3, las células
de memoria 12 puedon formerse inmedigtamente adyacentes en—
tre sf gin la interposicibén de una barra de masa convencional
entre barras de direceidn adyacentes Y de las barras Y, a Yj'
Asi pues, utilizando una barra de direccién Y adyacente para
proporcionar la masa de referencia para las células de memo-
ria 12 en cusalquier barra de direccidn Y dirigida y selec-
cionada, puede eliminarse una barra de masa para cada par de

barras de direccidn Y. Resultard evidente que este ghorro
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de érea superficisl resultante de la eliminacién de las ba=
rras de masa convencionales permite unse reduccibén sustancigl
del tamafio de una ordecnacién de memoria de circuito integrado
0 un aumento sustancial en el mimero de células de memorig
que pueden formarse en una ordenaciln de un tamgfio particu~
lar.

En lg figura 5 se representan las diversas capas
de metal 6xido y material semiconductor en la forms me 4stas
aparecerian actualmente sébre un substrato semiconductor cong-
titutivo de dos células de memoria adyacentes 12 de la figura
3.

La mitad izquierda 18 de la barra I/ X, se repre-
sents por una porcidn de una zona de difusién de +tipo "p" 54.
Las zonas de difusibn de tipo "p" representadas en lg Tigura
5 se forman en una superficie de un substrato de tipo "n"
que se encuentrs debajo de la totalidad del circuito de la
figura 5. Adyacente a la zona de difusién 54 se representa
ung zona de difusibén de tipo "p" 56. Una delgada zona de Oxi-
do 57 se extiende entre las zongs de difusidn 54 y 56 y for-
ma el transistor 36 de la figura 3. Se entenderd que todas
las zonas de la figura 5 las cuales no se ha indicado de for—
ma expresa que comprenden delgadas zonas de 8xido estdn cu~
biertas por un grueso revestimiento de éxido. Este grueso re—
vestimiento de 6xido separa el material semiconductor de todgs
los conductores metdlicos y puede estar formado, por ejemplo,
con didxido de silicona.

De modo andlogo, junto a la zona de difusibn 54 se
represents otra zona de &ifusidn de tipo "p" 58. Entre las

zonas de difusidn 54 y 58 se extieonde una delgads zona de
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dxido 59 y consgtituye el transistor 37 de la figura 3.

La barra de direccién Y, Y,, se representa por un
primer conductor metdlico 61 (representado con lineas de tra—
z0s) que se encuentra scbre la delgada zona de 6xido 57. la
barra de direccién Y, Y,, se representa, de modo anélogo,ipor
un segundo conductor de metal 62 (representado con lineas de
trazos) que se oncuentra sobre la zona de 6xido delgada 59.
Segin se representa en la figura 5 ambas zonas de difusidn
de tipo "p" 56 y 58 se extienden entrc el primer y segundo
conductor metdlico 61 y 62.

Entre la zona de difusién 56 y el segundo conductor
metdlico 62 sobreyacente se forma una delgada zona de dxido
63. EL acoplamionto capacitativo a travéds de la delgada zona
de 6xido 63 representa ol capacitador de almacenamiento 4l.

El acoplamiento a través de la delgada capa de'dxido 57 répre-
sentg el acople de la barra de direccidn Y, Yi, al electrodo

de puerta 46 del transistor 36.

Entre la zona de difusién 58 y el primer conductor
metdlico 61 sobreyacente se forma otra zona delgada de dxido
64. El acoplamiento capacitativo a través de la delgada zona
de 6xido 64 represents el cepacitador de almacenamiento 42
(figura 3).

El velor de capacitancia dec los capacitadores de al-
macenamiento 41 y 42 se determina por el grosor y el drea su—
perficial de las delgadas zonas de 6xido 63 y 64, respeotiva~
mente.

Las zonas de difusibn 56 y 58 y las delgedas zonas
de 6xido 63 y 64, respectivamente, sirven para acoplar los

transistores 36 y 37 y los capacltadores de almacenamiento
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41 y 42, respectivemente, a sus barras de direccibn Y adya~
centes, Yé e Yi, tal como se representa en la figurs 3.

Segin se ha deserito anteriormente, este acopla-
miento a las barras de direccibn Y adyacentes proporcibna '
une masa de referencia apropiada para las células de memoria,
al tiempo que se requiere wn 4res superficiel minimg.

Asi pues, la topograffa de la figura 5 representa
una realizacién para las células de memorie 12 de la figura
3, en donde la masa de referencia pars cads célula de memo—
ria se proporciona acoplando cads uno de los capacitadores
de almacenamiento a una barrs de direceidn ¥ gdyacente de lgs
barras de dirsccidn Y a Yj‘ Con la obtencidn, de este modo,
de la masa de referencia se producen ahorros gustancisles de
érea superficial por célula de memoris. '

Con referencie, de nueve a la figura 3, el amplifi-—
cador de detoccibn-refresco 161 incluye un primer transistor
66 y un segundo transistor 67 gue se acoplan transversalmen—
te en una configuracién de eircuito flip-Fflop.

El primer transistor 66 tiene ung puerta o electro-
do de control 68 que se acoplae trensversalmente a un primer
electrodo controlado 69 del segundo transistor 67 v se aco-
pla también a la mitad izquierda 18 de la barra I,/0 X en el
nodo L. '

De modo andlogo, el segundo transistor 67 tiene una
Puerta o electrodo de comtrol 71 que se acopla transversal~-
mente a un primer electrodo controlado 72 del Primer transig-
tor 66 y se acopla, asfmismo, a la mitad derechs 17 de la
barra I/0 X; en el nodo 2,

Los segundos electrodos controlados 73 y 74 del pri-
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mer y segundo transistor 66 y 67, respectivamente se a00-
plan entre si y se acoplan a un conductor de masa 76. EL
conductor de masa 76 puede ser comdn = todos los amplifica-
dores de refresco de percepeidn 161 a 16

~ Por medio del tercer y cuarto transistor (earga)
77 vy 18, respectivamente, que poseen segundos electrodos
controlados 81 y 82 que se acoplan a los nodos 2 y 1 respec—
tivaments, se proporcionan voltajes de polarizacidn pars
el primer y segundo transistor 66 y 67. EL tgrcer y cuarto
transigtor 77 y 78 presentan puertas 84 y 83, respectivemen—
te, que se acoplan ambos a un terminal 86. De preferencia
ge aplica un voltaje de cc al terminal 86 para polarizar,
de forma contfnua, los transistoresdde carga 77 y 78 en el
estado conectado. Asi pues, los transistores 77 y 78 funcio=
nan como resistencias de carga para el amplificador de detec~
cién-refresco 16, «

Los primeros electrodos controlados §7 y 88 de los
transistores de carga 77 y 78, respectivamente, se acoplan
ambos al ter@inal de entrada de sefial de reloj 19. Las sefia—
les do reloj, tal como las represontadas por la sefial de're—
1loj monofésico'ﬁ reprosentado en ls figura 24 se aplican,
ventajosamente, al fterminal de entrada de seflal de reloj 19
para controlar el funcionamiento y cronometracién del ampli-
ficador de deteccidn-refresco 164 '

Con referencia s la figura 4, en 8sta se represen-—
ta una realizacién alternativa de un amplificador de detec—
cién~refresco 16'1 que puede utilizarse en la memoria 11l de
la figura 1. El amplificador de deteccién-refresco 16'y /in-

cluye primero y segundo trangistores 91 y 92 que se acoplan



5.

10.

15.

20.

25.

22

i
"

transversalmente a los nodos 1! y 2! de forma idéntica a la
deserita para el amplificador de.deteccién-refresco 16l de
1la figura 3.

Los transistores tercero y cuarto 93 y 94, o de
carga; se acoplan tembién a los nodos 1' y 2' y g los termi-
ngles 96 y 97, de iguél modo al descrito para log transisto-
res de carga 77 y 78 y los terminales 86 y 19 de la figurs 3.
AL terminal 96 se aplica ventajosamente un primer voltaje
de CC constante para polarizar los transistores de carga 93
¥ 94 en el estado conectado. Al terminal 97 se aplica, ven-
tajosamente, un segundo voltaje de CC constante, que puede
ser igual al primer voltaje de CC constante, para aplicar un
voltaje de‘polarizacidn, a través de los transistores de car—
g2 93 y 94, al primer y segundo trensistor 91 y 92. En caso
de que el primer y segundo voltaje de 0C constantes sean igua-
les, los terminales 97 y 96 pueden sor el mismo terminal.

las seflales de reloj ¢ de cronometracidén se acoplan
al primer y segundo tran;istor 91 y 92 a través del quinto y
gexto transistor 98 y 99, respectivamente. Lag puertgs 101 y
102 del quinto y sexto transistor 98 y 99 se acoplan, ambas
a un terminal de entrada de seflal de reloj 19'.

Segin se representa en la figurs 4, el primer y sge-
gundo elecﬁrodo controlado 103 y 104 del quinto transistor 98
se acoplan, respectivamente, al primer ¥ segundo electrodo con—
trolado 106 y 107 del tercer transistor 91. De modo andlogo,
el primer y segundo electrodo controlado 108 ¥ 109 del sexto
transistor 99 se acoplan respectivamente al Primer y segundo
transistor controlados 111 y 112 del cuarto transistor 92.

Los segundos clectrodos controlados 104 y 107, y 109 y 112
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ge acoplan todos ellos a un conductor de masa 113.

El funcionamiento del amplificador de deteccidn-~reo-
frosco 16'; es idéntico al del amplificador de deteccién-re-~
fresco 167 (figura 3). Sin embargo, la sefial de reloj aplica~
da al terminal de entrads do seflal de reloj 19' debe ser in-
versa a la seflal de reloj aplicada al ﬁerminal de entrada de
sofial de reloj 19 (figura 3). Asi pues, lag sefial de roloj re—
Presentada en la figura 2A debe invertirse antes de gplicar—
se al terminal de entrads de éeﬁal de reloj 19'.

Por otra parte, las amplitudes do corriente de la
seflal de reloj (figure 24) aplicadas al terminal 19" deben
ser notablemente inferiores a lag amplitudes de corriente de
la soflal de reloj @ requeridas on el terminal 19 (figura 3).
Debido a que la seflal de reloj acciong las puertas 101 y 102
del quinto y sexto transistor 98 y 99, se rcquiere ung poten-
cia menor de seflal de reloj que en el amplificador de detecw
cibn-refresco 161 on donde la sefial de reloj acciona los pri-—
meros electrodos controlados 87 y 88 del tercer ¥ cuarto tran-
sistor 77 y 78,

Hacigndo de nuevo refercncia a lg figurs 3, con el
funcionamiento, cada ciclo de refresco del amplificador de de-
teccibn-refresco sc inicia aplicando la sefial de reloj ¢ (fi-
gura 24) al tcrminal de entrada de seflal de reloj 19 en el
tiempo t=t,e En el tiempo t=t,, la sefial de reloj se encuentra
en el potencial de masa, § O voltios. Este potencial de volta—
je 0 se aplicala travds del tercer y cuarto trgnsistor 77 y
78, o de carga, a los nodos 1 7 2. .

Los cgpacitadores de carga 33 y 34 que se acoplan,

rospectivemente, a las mitades dereccha o izquierds 17 y 18
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de la barra I/0 X va las puertas 68 y 7L del primer V se=
gundo transistor 66 y 67, se descargan a través de los nodos

1 ¥ 2 mediante el potencial de masa eplicado al terminal de
entrada de¢ seflal de reloj 19.

Despuds que los capacitadores de carga 33 y 34 han
tenido suficiente tiémpo Paras descargar el potencial de masa,
la sefial de recloj @ (figura 24) vuelve en el +Hiempo t=t; a
un potencial de -V voltios, por ejemplo ~12 voltios. Cuando
la seflal de reloj @ vuelve a -V voltiog los capacitadorcs de
carga 33 y 34 empiezen a cargar a través de los transistores
de carga 77 y 178, respectivamentg.

‘ Al propio tiempo, t=%;, una do las barras de direo-
¢idn, ¥, Y, a Yj, es dirigida por los circuitos decodificado-
res (no representados). Por ejemplo, en el tiempo t=ty, la
barra de direceidn Y, Yi, puede ser dirigida aplicandole un
potencial de =V voltios (figura 2B). Debido a que la puerta
46 del transistor 36 de la qélula de memoria 12 ge acopla a
la barra de direccibn Y, Yy, la eplicacién del potencial,~V
a la barrs dg direceidn Y,'Yi, conecta el transistor 36. De
modo anglogo, todos los transistores de las células de memoria
12, que tienen sus puertas acopladas a la barra de direccidn
T, ¥, se comutardn de modo que todas las cdlulas 12 de la
columna seleccionada Y serdn refrescadess al mismo tiempo que
corregsponde al tiempo tl a t2 en la figura 2.

Cuando se conmuts el transistor 36, el capacitador
de almacenamiento o de memoria 41 se acopla a través'del trap—
sigtor 36'a la mitad izquierda_lB de 1g barra I/0 X, que es,
en efecto, un circuito aislado, y asi{ al nodo 1. Por consiguien-

te, el capacitador de almacenamiento 41 se acopla en parelclo
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con el capacitador de carga 34.
En caso de que el capacitador de almacenamiento,
como el 41 en el banco o lateral izmquierdo del circuito se en~

cuentre con un potencial sustancislmente de masa en el tiempo

)

ric. BEn este caso, en el tiempo tl, ¢l capacitador de carga

s ello represents el almacenamiento previo de un "1" binag-

34 empezard s cargar hacia el potencial -V del impulso do ro-
loj negativo @, pero la carga se efectuard a una velocidad
mas lenta que la del capacitador de carga 33, debido a la ca~
pacitancia combinada del capacitador de almacenamiento 41 y
giendo mayor el capacitador de carge 34 que la capacitancia
de golo el capacitador de carga 33.

Debido a que el capacitador de carga 33 efectda la
carga a una volocidad més rdpida que el cepacitador de carsga
34, la puerta 71 del segundo transistor 71 alcanzard primero
st voltaje 1fmite (el voltaje requeride para commutar el tran-
sistor). Despubs de commutado el segundo trensistor 67, la
realimentacién asociada con el circuito de tipo flip-flop del
amplificador de deteccibn-refresco 1611mantiene desconectado
el primer transistor 66. En partioular, el capacitador de car-
ga 34 asociado con la célula do memoria 12 que se ha dirigido
se descarga hasta potencial de masa a travds del sghors conec-—
tado transistor 67, y ol capacitador deo almacenamiento solec~
cionado 41 vuolye, as{mismo, al potencial de mass entre los
tiempos tl y tz, "refregcando" de este modo la carga de vol-—
taje O que so encuentra iniecialmente en este capacitador. La
carga del capacitador de cargs 33 procedento del impulso de
reloj @ negativo continua hasta que se carge el capacitador

de carge 33 hasta un potencial de -V voltios, cuya carga se
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utiliza en la lectura, después del Hiempo s en caso de que
la célu}a seleccicnada 12 se conecte al amplificador de lec-
turs 27, tal como se expligaré mas adelante.

En el tiempo %' , el impulso de reloj ¢ vuelve 2
masa y ol oapaciﬁador de carga 33 se descarga a la masa_@el
impulso de reloj, tal como se ha descrito anteriormente, du-
rante la prﬁngra poroidn del ciclo siguiente, tal como t'o a
t'l. Asimismg, en t' , la barra de direccién Y previamente
seleccionada, tal como la Yi, se desactiva, lo que desconec—
ta el transistor seleccionado 36 y asi aisla la carga (massa)
en el capacitador de almacenamiento seleccionado 41 para uti-
ligarse én un ciclo posterior,

En caso de que el capacitador de almacenamiento 41
de la célula de memorie dirigids 12 se haya cargado previa-
mente hasta un voltaje sustancialmente negativo (representan—
do el almacenamiento de un "O" binario), el capacitador de
carga 34 se cargard en este caso despgés del tiempo t, més
rédpido que ¢l capacitador de carga 33y puesto que el capaci-
tador de carga 34 se carga a partir’del impulgo de reloj &

& través del transistor de carga 78, v, asimismo, a partir del
capacitador de almacenamiento cargado 41 despuds de la conexién
del transistor 36-Yi seleccionado.

Por consiguiente, el capacitador de carga 34 se car-
gard al voltaje limite del primer transistor 66 y conmutard
el primer fransistor entes de que ol segundo transistor 67
alcance su voltaje limite. Con ol primer transistor 66 conec-
tado y el segundo transistor 67 desconectado, el capacitador
de carga 34 y el capacitador de almaccnamiento 41 continuarin

cargéndose & partir del impulso de reloj & mientras que el
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capacitador de carga opuesto 33 se descarga hasta el nivel
de masa por medio del transistor ghora conectado 66.

. Cuando s¢ ha alcanzado un tiempo correspondiente a
tz’ el capacitador de almacenamiento 41 se ha gargado por com~
pleto o se ha recargado hasta un potencial ,-Vy, representan-
do una porcidn prodeterminada del voltaje de reloj splicado a
través del transistor de carga 78 al capacitador 41 en ﬁara—
lelo con ol capaclitador de cargsa 34.

Egsta carga -VM representa el nivel deseado para al-—
macenar un "O" binario en una célula 12 del lateral izquierdo
18 del circuito. Esta recarga hasta ~VM reegtablece la carga
de datos descads en el capacitador, como el 41, durante cada
ciclo de refresco, compensando asf cualquier fuga de carga "
que pudiera haber ocurrido desde la penetrecidn de la carga,

o datos, 0 bien desde un ciclo de refresco previo.

En 91 tiempo correspondiente a t'o, en el inicio del
préximo ciclo, el impulso de reloj @ vuelve a masa, concctdndo
asf a masa el capacitador de carga 34 y el conductor Y seloc-
cionado, como el Yi, es dosaotivado, aigldndose de este modo
la carga de datos -Vy en ol capacitador 41 hasta un ciclo gi=
guiente.’

Durente los ciclos subsigulentes de ls sciial de ro-
loj &, los datos almacenados en ocada una de las células do me-
moria 12 de la memoria 11 se refrescan por medio de un ampli-~
ficador de doﬁecoién-refrosco de la pluralidad de amplificado-
res 16l a 161, cuando su barra de direccidén Y correspondiente
I, a Yj ge solecciona para le activacibén en un formato o giclo
de direccién doscado. Log capacitadores de almacengmiento, co~

mo los 43, 44 del lateral derecho 17 del ecircuito, se refros-
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can exactemente igual cuando se seleccions el conductor Y oo
rrespondiente, Yk+l 8 Yj, excepto que en este lateral una car-
ga, —VM indica M"1" binario y O voltios indics "0V binario.

Considgrando ahora con mas detalle los procedimien—
tos de eseritura, los decodificadores X- e Y- (no representa-
dos) seleccionan un punto de cruce particular en la matriz de
memoria X~Y; por ejemplo, el transistor 36 ¥y el capacitador
41 para la combinac¢idy de la barra X I/0 y 1a barra de di-
reccidn Yi. En el ejemplp lustrado en la izgquierda de lg fi~-
gurs 2 (tiempo t, a t'o), se roquiere escribir un "l" en ol
punto de cruce Xi, Yi. En este caso, tal como se ha expuesto
anteriormente, el decodificador X conects el transistor de
puerta de entrada Xi 21l en el tiempo to y se aplica uns en—
trada "de escritura" al termingl 23 del amplificadoride escri~
tura 22, conectando asi la entrads de datos 24 a la barra e
¥ el nodo 2 del amplificador de deteccidn-refresco 164 . En
caso de que deba almacenarse un "1" en el capacitador Xi, Yi
41 del circuito ilustrado en la figura 3, se aplica uns sefigl
de entrada‘dg datos -~V al terminal de ontrada do datos 24 en
el tiempo %, excitando asi la mitad derecha de la barra X
¥ nodo 2 negetivo, tal como se repregents en la porcidén ig-
quierda de la figura 2E. ,

Esta gntrada de datos negativa es gatillada, del
tiempo %, al tl’ 2 la masa del impulso de relo] & a través
del transistor de carga T7. En ol tiempo tl’ el impulso de
reloj ¢ so vuclve negativo y la combinscidn de la gefial de
impulso de raloj y la sefial de datos de entrada (ambog vol-
tajes negativos) carga répidamente el capacitador de cargs

33 hasta un valor que excede el voltaje lfmite del tr@nsistor
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67 paras conectar esgte transistor. '

En el tiempo tq, el transistor X;, ¥y 36 es acti~
vedo tembién para conectar el capacitador de almacenamiento
o memorie 41 &l modo 1 y el impulso de relo] ¥ o través del
transistor de carga izquierdo 78, tal como se ha expuesto an-
teriormente en la descripeibn del gircuito del amplificador
do dotoooidn-refresco. Sin embargo, adn cusndo el capacita~-
dor 41 ha almacenado una carga’~V procedente de ciclos de eg—
critura y refresco precedentes, la combinaeibn del capacita-
dor 41 y el impulso de reloj ¢ no carga el capacitedor de car-
ga izquierdo 34 con la rapidez que lo hace la combinacidén del
impulso de reloj y la seflal de datqs de entrada paras cargar
el capacitador de carge derecho 33, por lo que el trangigtor
izquierdo 67 s¢ active primerc invarisblemente cuando se
aplica una seﬁgl de escritura negativa al torminal de entra-
da de datos 24, indcpendientemente del estado previo del ca—
pacitador de memoris 41. De este modo, durante un ciclo qe
egeriturs ung geﬁal de ontrads reciente de datos elimina, de
forms ofectiva, la cargs de detos relativos del capacitador
41.

Seglin se ha oxpuesto anteriormente, una vez que 8o
activa al'transistor igquierdo 67 (en vez del transistor de-
recho 66), no puede activarse el transistor 66 y log capa-
citadores 41 y 34 se descargen a masa 76 a través del tran-
gistor izquierdo 67. Agi pues, al término de este ciclo de
escritura (tiempo t'o), el capaciﬁador do memoria 41 estd
egencialmente descargado,,el cual, en el ejemplo de la figu-
ra 3, representa 91 almacenamiento de un nLY binario en el

puntc de cruce Xi, Yi. Por consiguionte, se aprociard que ol
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amplificador de refresco de percepoibn 16 invierte; de forms
efectiva, la sefilal de datos de entrada almacenada.en cualquier
eélila 12 hacia la izquierds del amplificador 167, de modo que
se elmacene una seflal "1" binaria de entrada (-V) en los ca-
pacitadores del banco izquierdp, como eg el 41, en O vol+tios.
Segln se expondrd mas adelante, durante la lectura, el ampl i-
ficador 16l invierte de nuevo la sefial del capacitador 41, de
modo que en el terminal de salida 31 aparece un voltaje nega~
tivo o "1,

Cuandg debe glmaeenarse un "0 en un capacitador'de
banco izquierdo, como el 41, durante un ciclo de escritura, se
aplica un "O" o potencial de masa &l terminal de entrada de
datos 24 y so conecta el nodo 2 a través del transistor 21,

a partir de un tiempo correspondiente g to para un ciclo com~
pleto de la sefial de reloj @+ En este caso, en un tiempo co-—
rrespondiente a tl, cuando el impulso de rcloj tiende a noga~
tivo y se activa un transistor Y seleccionado, como el 36, se
conecta a mass la sefial de reloj ¢ en la derecha del amplifica-—
dor 161 Para la seflal de datos de voltaje O en el terminal 24.
De este modo el capacitador de carga derecho 33 no carga 1o su—
ficiente para activar el transistor izquierdo 67 ¥y el>ﬁnpuiso
de reloj carga los capacitadores 34 ¥ 41 en paralelo hasta que
se activa el transistor derecho 66, despuds de 1o cual el ca~
Pacitador de memoria 41 continua cargdndose para el restoc del
ciclo hasta una fraccién dada del voltaje de reloj, -V que
represents al almacenamiento de un binario "6" en cualquie?a

de las células do memoria del banco izquierdo 12. Asi pues,

el capacitador de memoria, como el 41, se carga por completo

Para almacenar un voltaje negativo independientemente do su
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estado previo cuando se aplica una entrada O al torminal de
entrade de escritura 24 durante un ciclo de escritura y se
invierte, asfmismo, la sefial de detos de entrada O por el
circuito amplificador 161.

Cuando se slmacenan seflales de datos en los capaci-
tadores del banco derecho, talds como el 43 y 44, se almaoena
una carga corregpondiente a la sgﬁal de datos de entrada en
vez del complemento. Por ejemplo, en caso quc desee almace—
nar un "1" en el cagpacitador 44 en el punto de cruce Xi, Yle,
se aplice una entrada de datos -V al nodo 2 en la forma que
se ha descrito anteriormente. En un tiempo que oorresponde,a
tl, 7 tiende a negativo y la combinacidn del voltaje de reloj
¥ la geflal de datos negativa aplicada activa el trangistor 67
antes de que el trangistor derecho 66 pueda activarse, inde-
pendientemente del estado provio del cepacitador de memoria
44. Api pucs, ol capacitador 44 queda libre pera cergarse to-
talmente a travds del transistor 39 durante el resto del ci~
clo, con el fin do almacenar wn voltaje negativo que indique
un "1" binario.

En caso de que decba almacenarse un "O" binario en el
capacitador 44, se aplica una entrsda de masa al nodo 2 y no
buede activarse »1 transistor izquierdo 67. Por el contrario
se selecciona el trensistor derecho 66, que sirve adicional-
mente para conectar a masa el capacitador 44 cuando se active
el transistor ? 39 seleccionado, en un tiempo correspondiente
a by . Asl pues, el capacitador 44 almacena esenciaglmentc cero
voltios o un "O" binario al término del ciclo de escritura,

independientemente de su estado previo.
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pe este modo, los amplificadores de refresco de
percepcidén, como es el 16, ajusten la célula de memoris diri-
glda 12 de conformidad con lg entrada de datos 24 durente oa-
da ciclo de escritura mediante la carga o descarga de los ca~
pacitadores de memoria, como-el 41 a 44, independientemente
de sus estados previos, mientras que se invierten los datos
almacenados en la mitad izquierds 14 de la ordenscidn.

Para la lectura de los datos almacenados en un ca-
Dacitedor de memoria seleccionado, de los capacitadores como
del 41 al 44, se muestrea de forms efectiva ol estado del ca~
pacitador de carga 33 despuds que se ha completado la porcidn
de refresco del ciclo, por ejemplo del tiempo t'2 a t"o en el
ejemplo previamente expuesto en conexidn con lag figuras 2C
¥y 2D. En estc ejemplo, se activa la barra de dircccidn Yé en
ol tiempo.t'l (figura 2C) y se refresca, durante ol tiempo
t' a t'e, en la forma previamente descrite, la carga almace-
nada en el capacitador de memoris 42 de la céluls Y5, X 12
Para almacenar una carga prefijada -~V procedente del impulso
de reloj que representa un "OU binario, o bien para conectar-
se efectivamente g masa a través dgl transistor 67, repregen—
tando el binario 1. En gmbos casos, el cagpacitador de carga 33
almacena, en el tiempo t'2, un voltaje inverso al del capaci-
tador de memoria 42, tal como se ha descrito en conexidn con
la operacibn de refresco.

Con la lectura, en el +tiempo t'z, se activa el tran—
sistor de puerta X seleccionado 21, %al como el transistor 21l
bara la barra X; (figura 2D). Este conecta la barre X els
entrada 29 del amplificador de lectura 27, tal como se ha des-

crito previamente, y cusndo se aplica, asimismo, una seflal de
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Moctura el terminal 28 de dicho emplificador, la seflal de
galida en el terminal 31 representa ;a gefial almacenada lue-
go en el capaciltador de carga 33 quey a su Vez, representa
ol complemento do la sefial almacenada en el capacitador de
memoris de punto de cruce Xi, p 42 geleccilonados

Asi pues, se reinvierte de forma efectiva por'e;
amplificador 16 de refresco de percercidn, con la lectura,
ung sefial de datos invertids abpaoonada en un cgpacitador de
banco izquierdo, tel como el 42, segin se ha deserito en los
apartados previos, por el hecho de que la seflal sobre el no-
do 2 (capacitador 33) al termino de la porcién de refresco
del ciclo es ol complemento de la sefial almacenada en el ca-
pacitador de memoria 42.

Cuando debe leerge una céluls de memoria 12 de ban-
co derecho,(por ejemplo capacitador 44 asociado con el punto
de cruce X, Yy 41, la carga en el capacitador 44 al término
de la porcidn de refrosco del ciclo (correspondiente al tiem—
po t'z) og del mismo sentido que la del capacitador de carga
33, tal como ge ha descrito prevismente. Es decir, ambos eg-
t4n conectados a masa de forma efectiya a través del trensis~
tor 66 cuando se ha almacenado un "O", o ambos se cargan ne-
gativamente a partir del impulso de roloj @ cuando se almace-
na un "1" (se activa ol transistor 67 en lugar del transistor
66). En este caso, cuando el ge activa el transistor 21l en
un tiempo correspondiente a t', para la lectura, la sefial de
salida en el tecrmingl 31 representa la combinacién de las car-
gas en el capao?ﬁador de carge 33 y el capacitador de memoria
seloccionado 44, que como se ha expuesto anteriormente son

ambas de O voltios para "O" binario o un voltaje negativo
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‘ En todos los casos, despuds de la lectura, en ol
tiempo siguiente a to, se desactiva el transistor de columns
Previamente seleccionédo, como el 36-39,,para aislar y conger—
var la seflal almacenada en el capacitador de memoria corres-
pondiente 41-44 y el impulso de reloj. ¥ vuelve a mass de for—
ma que descarge el impulso ¢ o masa cualquier capacitador de
carga 33 o 34 cargado en el ciclo Previo.

Durante cada ciclo de lectura, se rofrescan todos
los capacitadores de memorig en lg columna seleccionada Y- es.
Yj’ si bien dnicamente se lee el capacitador en el punto de.
cruce seleccionado X despuds de la porcidn de refresco del ci-
clo. Con la escritura se refrescan también todos los capacita—
dores de memoria en la columns, seleccionada, exceptuando el
que se encuentra en el punto de cruce X seleccionado, en don-
de entran log datos frescos 4al como se ha descrito previamen—
te.

En 1a figura 6, la estructura del amplificador de re—
fresco de percepcibn os igual que en la figurs 3, esceptuando
la adicibn de un transistor de cortocirecuito 200 que tiene su
puerta conectada a una fuente digtints de impulsos de reloj,
¢A, ¥y uwna fuente de voltaje constante externs de potenc;al de
carga -V, conectada a los transistores de carga 77 y 78, tal
Como se representa. En la figura 7 se exponen 1los ciclos de
cronometracibn y de cargafdescargs para la figura 6.

Con el fin de explicar las diferencias por lo que
respecta al funcionamiento, ge considera primero el ejemplo
Previamente descrito en donde la barrs demdireccidn Y1 so se-

lecciona y se activa en el tiempo t1 Para activer el transistor
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de célula 36 con el fin de conectar el capacitedor de memo-
rig seleccionado 41 a la mitad izquierde 18 de la barra I/0
Xi, y por tento al nodo izquierdo 1 del amplificador de QG~
teccidn-refresco 161. Seglin se ha expuesto anteriormente,.se
conecta de egste modo el capacitador de memoris 41 entre la ma-
ga del conductor Y2 adjunto desactivado y el nodo 1, en.para-
lelo con la capacitancia de carga ;zquierda 34. '

Sin embargo, antes de tl, ge prepare el amplifiog~
dor de deteccidn~refresco 161, representado en la figura 6, pa—
ra que funcione de forma distinta a la descrita anteriormen-
te. En esta modalidad, en el tiempo t (figura 7), el impulso
¢A tiende a negativo, el cual aeﬁiva el trangistor de corto-
eircuito 200 y, por consiguiente, conecta losg nodos 1 ¥ 2 ens—
tre si desde ty a tl. Congiderando como un primer ejemplo el
caso en donde el nodo 1, o la capacitancia de carga izquierda
34, se ha encontrado en O voltios representando un "1" bina-
rio en el ciclo previo (se recuerda que los datos almacenados
se invierten'por el amplificador 16l en el lateral izguierdo
del sistema), las cargas sobre las oapacitancias de carga 34
¥y 33 en el tiempo to’ en este ejemplo, se exponen en lag fi-
guras 7B y C. En este ejemplo, la capacitancia de carga iz-
quierda 34 se encuentra en un voltaje esencialmente de masa
v la capacitancia de carga derecha 33 se encuentra en - )
representando la carge total do nodo procedente de la fuente
de carga -V; (en la figura 6) al término de un ciclo comple—
to.

En un ejemplo tipico, la fuente del potencial de
carga —Vi es'de <12 voltios y -VN es del orden de —-12 voltios.

En este caso, la carga VN so aplica desde la fuente de volta—~
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je congtante -V, a través del transistor do carga derecha T,
que se encuentra congtantemente activado, tal como se ha ex—
Puesto en conexidn con 91 ejemplo precedente, a partir de uns
fuente de potencigl - 51 ¥ como congtituye un punto comién —V2

Puede ser la migma fuente que -Vi. Al igual que en las moda~

~ lidades procedentes, en este caso se ha activado el transistor

67 de flip-flop izguierdo y se descarga la capacitancia de
carga izquierda 3 a través del transigtor 67 a la mass del cir-~
culto 76. Como en el ejemplo bPrecedente, los trangistores 77
y 78 funcionan mersments como resistencias de carga que conec-
tan la fuente de carga -V, a los nodos respectivos 2 y l.. '
En la modalidad de la figura 6, en el tiempo to’

cuando el transistor de cortocircuito 200 es activado Para co-
nectar el nodo 1 al nodo 2, se igualiza répidamente el poten—
cial en los dos nodos por el hecho de que la capacitancia de
carga derecha 33 comparte su carga con lg capacitancia de car-
ga ilzquierda 34. Esto se fepresenta por medio de las formas
de onda convergentes 201 y 202 do las figuras 7B y C, entre
los tiempo; Ty ¥ oty (La operacidn inversa. se produce, evi-
dentemento, cuando la capacitancia de carga izquierds 34 es la
que se ocarga previamente, de modo que gl alcanzarse el ﬁiempo
tl’ las cargas en las capacitanciags 33 ¥ 34 son iguales, inde-
bPendientemente de cual se cargdé primero).

. Cuando las cargas se igualizan de este modo entre to
y ty, los parémetro; del circuito (—Vi, las caracteristicas de
los transistores 77, 78, 66 y 67 y las capacitancias 33, 34)
se eligen, preferentemente, de modo que el transigtor 66 provia-
mente Inactivo se active parcialmente y la conduceidn del tran-

sistor inicialmente activo 67 se reduzcs de modo que resulte
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tambidn barciglmente activo. Asi pues, los transistorss 66

¥ 67 se vuelven, en efecto, resistencias antes del tiempo
tl, conducienqo une poré¢ién de la carge de la fuente desde
-V; a masa 76, mientras que se establece una cargs inicial
de rogulacidén previa -Vx en ambas capacitancias de carga 33
¥y 34+ En el ejemplo previamente expuesto, la carga inic;al
igualizada YX o5 del orden de -3 voltios, la cual se regula
Para que sea ligeramente mas negativa que la tengidn limite
de los transistores 66 y 67, en cuyo caso &stos tienen mucha
mas resistencia que con --VN en sus electrodos de pusrta.

Debe hacerse constar que esta versién ofrcce una
importante ventaja de velocidad sobre las modalidades previas,
en donde ambas capacitancias 33 y 34 ge descargan a masa an-
tes de iniciarsg el ciclo de refresco, debido a que el capa~
citadpr 33 o 34, que se carga negativamente despuds del tiem~
Po tl, tiene una menor diferencis de voltaje para que suponga
obstéeulo. Otra ventaja sobre la realizacidn de la figura 4
egtriba en que utiliza un transigtor Ienog, de 1o gque resul-
ta un circuito de menor tamafio ¥ mayores rendimientos.

A partir de esta etapa (tl) hacia delante, el ci-
clo es esencialmente igual a como se ha descrito previamente .
en conexidn con las figuras 2 ¥ 3+ En ty, el reloj ﬁA tiende
a mase Ppara el resto del ciclo, suprimiendo el cqrtocircuiﬁo
entre los nodos 1 y 2 v reaisglandc, de este modo, las capaci-
tancigs de carga 33 y 34, tal como se ha deserito previameﬁte.
En t;, la barra de direccién seleccionads Y (Yi en el ejemplo)
se activa también (figura 7D), tal como se ha descrito ante—
riormente (figura 2B), pars conectar el capacitador de memec-

ria seleccionado 41 al nodo 1y Imego, al igusl que anteriore
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mente, la capacitancia combinada 41 4 34 dispara la capagi=-
tancia 33 para actiVar de formg mas completa un transistér
seleccionado de log transistores 66 y 67, siendo la dnica

diferencia que el disparo se inicia a partir del valor 1lf-
mite recién igualizado -Vy en vez de a partir de O voltips.

Ahora se describird el procedimiento de refrescar
un "IY en el capacitador 41. Concretemente, cuando el capaf
citador de memoria 41 comienzg a O voltios en el tiempogtl,
la fuente -Vi carga adiclonaimente la cepacitancia derecha
33 a una velocidad més répida después de t; debido a que, en
el lateral izquierdo, se comparte la carga con el cabacita—
dor de memoria seleccionado 41 que comienze en O. En este
caso, el transistor 67 izquierdo se activa por completo, 1o
cual hace quec se conecten a masa las capacitancias 41 y 34
en el lateral izqgie;do, ¥y se descongcta por completo el tran-
sistor derccho 66, y, a continuacidn, se inhibe el funciona-
miento de dicho transistor durante el resto del primero ciclo
t, 2 t'o.

Este ejemplo se ilustra en el ciclo I, en la parte
izquierda de la figura 7 (formas de onda B y C), enzdonde
las capacitancias 34 y 41 se descargan ripidamente hasta un
potencial préximo a masa e través del transistor activo 67,
tal como se indica mediante la curva de descarga 203 en la
figurs 73, mientras que la capacitanciz 33 queda libre para
cargarse totalmente hasta - N tal como se indica con la cur-~
va de cargs 204 de la figura 7C. Cuando se alcanza el tiem-
po de ciclo t2 se completa la operacibn de refresco, al igual
que ep el cjemplo precedente, y se obtiene una situascidn es~

table, en cuyo tiempo (t2 a t'o) puede llevarse a cabo la
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operacidn de lectura exactamente tal como se ha descrito
Prevismente.

Se apreciard que cuando se selecciona por la barra
Y.

k4l
cuando se encuentra previamente a O wvoltios (0 binario), 8s—

0 Yk+2 un capacitador de memoris de banco derscho y

te se refrescard de forma exactamente igual, pero en forma
inversa con el transistor deresho 66 activo ¥y la capacitan-
cig combinada de 33 y 43 0 44 sclectivamente descargada a
través del transistor 66 a masa.

E p?ocedﬁniento de escritura de un "O" sobre el'
capacitador 41, representado on el ciclo II de la figura Ts
ge explicard a continuacién. En el +tiempo t',» se aplica un
impulso de masa ("O" binario) al terminal de datos 24 del am=
plificador de escritura 22, que eg habilitado por una sefial
de "escritura" en el terminal 23 paras enviar la sefial de da~
tos de masa gl nodo 2 a través del transistor de puerys 211,
ol cual se activa (figura 7E) para la totalidad del ciclo de
eseritura, tal como se ha descrito previemente. Asi pues, en
el tiempo t'o a t'l, la capacitancia de carga derecha 33 des- '
carge a masa la seflal de datos "0" (curva 210 de la figura 7C),
en cuyo tiempo las capacitancias 33 y 34 se encuentran en ma-
sa y ambos trangistores 66 y 67 estdn totelmente desactiva—
dos. So apreciard que cesta conexién o masa de ambas capaci-
tancias de carga 33 y 34 tiene lugar Unicamente en un ciclo
de eseritura cuasndo debé escribirge un cero y el nodo 2 ha
sido cargado en el ciclo previo. En el tiempo t'o, el impul—
50 do reloj @, active el trensistor de cortoecircuito 200,
impidiendo que el transistor de carga T8 recargue el nodo 1

negativamente durante t'o a t'i.
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En t',, ¢h vuelve a masa para eliminar el cortocir-
cuito entre log nodos 1 y 2 y el capacitador de memoria'selec—
cionado 41 se conecta de nuevo al nodo 1 cuando el impulsgo Yi
activa'el trangistor seleccionado 36. Immediatamente despgés
de t'l, la fuente —Vi carge las capacitancias laterales i?—
quierdas 41 y 34 en paralelo a través del trensistor de eérga
78 (curva 211, figura 7B) activando el transistor 66, mientras
que la capacitancia de carga derecha 33 continua esencialmen-—
te a 0 voltios (curva 212, figura 7C) debido a que se conec—
ta 2 la masa de entrada de datos en el terminal 24. Por consi-
gulente, la carga anterior, caso dc existir, en el capacita-
dor de célula seleccionado 41 es extrelimitada por el impulso
de escritura y se escribe un "O"&® forma invertida (por el
amplificador de refresco de percepcidn ;61) en el capacitador
41, gque se aisla luego en el +tiempo t"o, tal como se ha des—
crito previamente, cuando la barra Yi seleccionada vuelve a
masa v se desactiva el transistor de cdlula 36.

El procedimiento de refrescer un "O" en el cagpaci~
tador 41 es esepcialmente igual que el descrito en conexién
con lg figura 3, exceptuando el fugcionamiento inicial del
amplificador 16;. En el tiempo t"o, el impulso de reloj ¢A
tiende a negativo para igualizar law cargas en 1os nodos 1y
2 (capacitancias 33-y 34), de modo que ambas se muevan hacis
—YX tal como ge ha deserito anteriormente y como se indica
por las curvas 221 y 222 de las figuras 7B y C. Se apreciard
que las curvas 221 y 222 consgtituyen lo inverso de 201 y 202
en el ciclo I y que la carga -VX en el t"l corresponde exac-
tamente al esta@o en el *tilempo tl del ciclo I. Sin embargo,

en este ejemplo, en el tiemport“l cugndo el QA de reloj vuelve
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a nasa y el capacitadof de memoria geleccionado 41 se conecta
al nodo 1, el capacitador 41 almascena una carge —VM. Esta car—
ga, adicionada g la carga del capacitador 34 produce la con~—

dicién de disparo para activer totalmente el transistor dére-
cho 66 y desactivar por completo el trausistor izquierdo 67.

De este modo se reestablece la carga completa -YM en el capa-
citador de memoria 41 a partir de la fuente -V; (curva 223) v
se descarga la capecitancia 33 a masa (curva 224) a travéds del

)

transistor 66.

Otra ventaja en el circuito representado en la figu~—
ra 6, como en lg modalidad de la figura 4, estriba en que el
¢h de reloj funciona Unicamente para activar y desactivar un
trangistor ¥nico (200), con lo que dste casi no congume co-
rriente. Debido a que los circuitos de accionamiento del reloj
gse fabrican comunmente en la micropastilla de circuito integra-
do, resulta muy ventajoso reducir al minimo lg energie siempre
que sea posible. Con fines comparativos se apreciard que en el
ejemplo de la figura 3 el ¢ de reloj tiene que suministrar to~'
das las corrientes de carga, mientras que en la figurs 6 (y 4),
la cnergfa de carga procede de una fuente fija, tal como la

-V., que se dispone exteriormente a la micropastills.

17
En vista de la descripcidn que precede del funciona~
miento de tres realizaciones especificas del invento resultard
evidente que se proporciona una’memoria de acceso al azar de
actuacién extremadamente rdpida, que utilizas una cepacitancis
dnica (tal como la 41) y un transistor de acceso (como el 36)
para cada célule de memoria 12, precisdndose un ninimo de com-
ponentes de circuito y energfa y siendo necegario tan solo un

impulgo ¥nico de un reloj monofésico requerido pars el funcio-
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namiento del sistema de memoris (aparte de les entradas do
dirececidn).

Una ventaja significativa, y ahorro en los conduc—
tores componentes del circuito y estado real del circuito. in-
tegrado, redica en el empleo de la mitad derecha 17 de cada

barra I/0, tal como Xi, Para todas las entradas y salidas ex-—
ternas a la memoris (amplificador de "escriturag! 22 y amplifi-
cador de "lectura" 27), y el empleo de amplificadores de de—
teceibn-refresco $al como 161, como inversgores para escribir
en el banco izquierdo de las cdlulas y para esiablecer la
reinversién, con la lectura, del banco izquierdo 18.

Agl pues, en esencia, lg mitad izquierda 18 de cada
barra I/0, t2l como Xi, sirve Unicemente como un conductor o
barra de entrads/selida para consctar cualquier célula de me-
morig selecgionada 12 del banece izquigrdo al nodo 1 del empli-
ficador 161, bero no puede conectarse, por otra parte, o0 no
es conectzble g cualquier circuito extorno por su extremo ex~
terno. Como contraste, la mitad derecha 17 de la barre I1/0
sirve como un conductor I/0 para el banco derecho de células,
conectado pgr su extremo interno al nodo 2 del inversor/empli-
ficador 161, pero es también coneotablg, bor su extremo exiter-
no (a través de la puerts o transistor 21, de decodificador
X) a los circuitos de lecturs ¥y escritura externa que congti-
tuyen las Unicas entradas de datos pars la memoria y las sa-
lidas de ésta.

Si bien se ha descrito el invento utilizando tran—
sistores de modo de aumento de canal "p", en donde se utili-
zan seflales negativas de reloj y de detos Pars activar los

transistores con el fin de manipular los datos, pueden utili~
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zarse otros tipos de transistores de efecto de campo gue uti-
licen lo contraric que estas seflales o que utilicen gsellales
positivas y de masa para accionar los trangistores, asi como
sistemas transistores complementerios que utilicen una mezcla
de dispositivos de canal "p" y ™, |

En las solicitudes de patentes britdnicas nfs.
21771/70, 21772/70, 21773/70 y 49929/70 se describen aetélles
adlcionales sobre la construccién y funcionamiento de estos
circuitos de transistores de efecto de campo, asi como ejem~
plos de circuitos decodificadores y puertsas gue pueden utili-

zarse en combinacidn con este invento.

REIVINDICACIONES

Descrito el objeto del presente invento, se decla—
ran nvevas y de propia invencidn las siguientes reivindica-
cilones,mcon prioridad de la solicitud de patente U.S.A. no
361.377 del 17 de Mayo de 1973.

l.~ Perfeccionamientos en un sistems de memoris que
incluye una célula de memoria dotada de capacidad pera almace—
nar cerga representative de datos binarios y medios para re-
frescar dichos datos que comprenden un primer y segundo termi-
nel, conecténdose dicho primer y segundo terminal respectiva—
mente g una'primera ¥y segunda capacitancia de valor sustancigle
mente igual, caracterizados porque dichos medios de refresco
(161) Se preveen pars proporcionar cn dichos terminalegs (nodo
1, nodo 2) un potencial iniciel y un segundo potencisl de ma~
yor magnitud que dicho potencial inicial en respuesta, con el
funcionamiento, a una sefial de reloj que tiene wn primer y se-

gundo valor respectivamente, giendo conectgble en paralelo di-
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cha capacitancia de memdria (41) g una de dichas primera (34)
v segunda (33) capacitencias, cargdndose dichs combinacidn pa~
ralela de dichs capacitancis de memoria (41) y de dicha c?pa—
citancia (33 o 34); en respuesta a dicha sefial de reloj de
segundo valor hacia dicho segundo botenoial con una velo cidad
mas lenta o mas rdbida gue la velocidad de carga de la otra
capacitancia referida (33 o 34) dependiendo del estado inicial
de dicha cepacitancia de memoris (41) y siendo aptos dichos
medios de refresco (161) para devolver & dicha capacitancia
de memoria el estado inicigl referido en respuesta a la velo-
cidad de carga diferencial entre dicha primera (34) y segunda
(33) capacitancia.

2+~ Perfecclonamientos, de conférmidad con la rei-
vindicacidn 1, caracterizado§ pgrque dichgs medios de refresco
incluyen un primer (figura 1,67, figura 3;92) y un segundo
(figura 1,66, figura 3,91) dispositivonde puerta, comprendien-—
do cada uno dos electrodds controlados (figura 1,69,74 o 72,73)
¥y un electrodo de control (figura 1,71 o 68), conectdndose el
electrodo de control (71}68) de ceda uno de dichos dispositi-
vos a un termingl respectivo de dichos terminales (nodo 2, no-
do 1) y a wno de los electrodos controlados (72,69) del otro
de los digpositivos citados, y coneoﬁéndose entre si el otro
de dichos electrodos controlados (73,74) de cada uno de dichos
dispositivos, siendo aptos dicho primer (67) y segundo (66)
dispositivo de puerta para responder a dicho coeficiente de
carga diferencial entre dichas primera (34) y segunda (33)
capacitancias para devolver el estado inicial referido a dicha

capacitancia de menmoria (41).
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3«= Perfeccionamientos, de conformidad con la rei-
vindicacidn 1 o 2, caracterizados porgue dichos medios de re-
frosco incluyen medios para recibir dicha seflal de reloj y un
par (78, 77) de medios de resistencia, para conectar cada uno
de dichos medios de recepcidén (19) a un terminal respectivos
de dichos terminaleg (nodo 1, nodo 2) para proporcionar on es-
te punto dicho iniecial y segundo potencial.

4+~ Perfeccionamientos, de conformidad con la rei-
vindicaeidbn 2, caracterizadOS'porque dichosg medios de refreg-
co (16'1) incluyen un per (94,93) de mediog de registencia
para conectar, cada uno, un potencial constante (en 97) a un
terminal respectivo de dichos terminsles primero (nodo 1) y
gegundo (nodo 2) y un tercer (99) y cuarto (98) dispositivo
de puerita comprgndiendo cada uno dos electrodos controladoS.
(108, 109 o 106, 107) y un electrodo de control (102 o 101),
aoopléndoae cada uno de dichog clectrodos controlados de dim
chos tercer (99) y cusrto (98) dispositivos de puerta a un
respectivo electrodo controlado citado de dichog primero (92)
y segundo (91) dispositivos de puerta y acopléndose entre sf
sus electrodos de control (102, 101? y siendo aptos para re-—
cibir dicha sefial de reloj (en 19'), adaptdndose dicho par
(94, 93) de medios de resistencis y dichos tercer (99) y cuar-
to (98) dispositivos de puerta para cooperar con el fin de
proporcionar dicho iniecial y dicho segundo potencial en dicho
primer terminal y en dicho segun@o terminal.

5.-‘Perfeccionamientos, de conformidad con la rei-
vindicacidn 2, caracterizados porque dichos medios de refresco
(167) incluyen un par de medios de resistencia (78, 77) para

conectar cada uno un potencial constante (-Vi) a un termingl
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respectivo de dichos primero (nodo 1) y segundo (nodo 2) ter—
minales y un tercer dispositivo de puerté,(ZOO) conectado en-
tre dicho primer y segundo termingl, siendo aptos para coope-
rar dicho par de medios de resistencis y dicho tercer disposi-
tivo de puerta con el fin de proporcionar dicho inicigl y di-
cho segundo potencial en dicho primer termingl ¥ en dicho ge—
gundo terminal.

6am Perfeccionamientoaf de conformidad con cualquie—
ra de las reivindicaciones 3 a 5, caracterizados porque dichos
medios de resistoncia (78, 77) comprenden un:dispositivo de
puerta.

T+~ Perfeccionamientos, de conformidad con cuglquie—~
Ta de las reivindicaciones precedentes, carscterizados pofque
dicha célula de memoria (12) comprende un digpositivo de puer-
ta (36) con dos electrodos controlados (47, 48) y un electro-
do de control (46), conectdndose dicho electrodo de control
(46) a una barre de direccidn (Y;) para hebilitar dicho dispo-
sitivo de puerta (36) con el fin de que conecte dicha cepaci-
tancia de memoria (41) en paralelo con la capacitancia refe—
rida, conectdndose uno de dichos electrodos controlado (47) '
& uno de dichos terminales primero (nodo 1) y segundo {nodo 2),
comprendiendo el otro electrodo controlado (48) dicha capaci-
tancia de memoria (41) y conectdndose a una barra de direceidn
(Y2) pPara habilitar una célula de memoria adyacente.

8.~ Perfeccionamientos, de conformidad con las rei~
vindicaciones precedentes en un sistoma de memoria que inglur
ye una primera y segunda pluralided de células do memoria,
Presentando cada una de dichas células capacidad pars almace-

har carga representative de datos binarios, medios para la
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lectura y/o escritura de datos binarios sobre una célula de
memoriag seleccionada referida, caracterizados porque dichos
medios de lectura y/o escritura ineluyen medios (161) para
invertir seflales de datos que tienen primero (nodo 1) y se-
gundo (nodo 2) terminesles, un primer conductor (18) para co-
noctar diche primera plurelided (14) de células de memoria,
(12) a didho primer terminal (nodo 1), conecténdose un extre=-
mo de dicho primer conductor (18) a dicho primer terminal
(nodo 1) y dejéndose sin conectar su otro extremo pars cual=
quier cireuito externoc, un segundo conductor (17) para conec-—
tar dicha segunda pluralided (13)'de células de memoria (12)
a dicho segundo torminal (nodc 2), conectdndose un extremo

do dicho segundo conductor (17) a dicho segundo terminsl (no-
do 2) y utilizdndose su otro extrgmo para recibir sefiales de
lectura o escritura, y medios (Y, Yz"'Yk) para dirigir se-
lectivemente dicha primera (14) y segunda (13) plurelidad de
células deo memoris para conectar una de diches células de me—-
noria seleccionada a dicho primer (18) o dicho segundo (17)
conductor, siendo el sisgtema de modo que, con el funciona=~
miento, en el caso de datos escritos en dicha oélula de memo—
ria seleccionada de dicha primera pluralidad (14) se aplica
une seflal de datos do entrada, a través de dicho segundo con-
duetor (17), a dicho segundo terminal (nodo 2), se invierte
por dichos medios inversores (161? y se transmite, a través
de dicho primer terminal (nodo 1), a la célula de memoria se—
loccionada de dichs primera pluralidad, en donde se slmacena
en forma inverses sobre su capacitancin de memoria (41), o en
cago de datos de lectura procedentes de una cédlula de memoria

seleccionada de dicha primera pluralidad (14) referids, so
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aplice la seflal almacenada en la c¢élula de memofia de 1a pri-
mera plurelidad a dicho primer terminal (nodo 1),.se invier—
te por dichos medios inversores (l§l) ¥y se aplica, a través
de dicho segundo terminal (nodo 2), a dicho segundo conduc—
tor (17) en su forma normal, escribidndose y/0 leyéndoss en
forma normal sobre una célula de memoria seleccionada de di-
che segunda pluralided (13). »

9.~ Perfeccionamientos, de conformidad con lag rei-
vindicacién 8, caracterizados porque los conductores primero
(18) y segundo (17) citados comprenden una primers (34) y se-
gunda (33) capacitencia respectivamente de valor sustencial-
mente igual, preveyéndose dichos medios inversores (161) para
proporcionar en diche primer (34) y segunda (33) capecitencia
un potencial iniecial y un segundo potencial de mayor mégnitud
que dicho potenoiai inicial en respuesta, con el funciona~
niento, a una geflal de reloj que tiene un primer ¥y un segundo
valor respectivamente, conectdndose en paralelo la cepacitan—

cia de memoria (41) de una de dichas células seleccionada de

. Gicha primera pluralidad de células (14) a dichs primera ca-

pacitancia (34), cargdndose dicha combinacién parslels de di-
cha capacitancia de memoria (41) y dicha primers capacitanoia_
(34), en respuesta = dicho segundo valor de la sefial de 1eloj,
hacia dicho segundo potencial con una velocidad mas lentg o
mas rdpida que la velocidad de carga de dicha segunda capaci-
tancia (33) dependiendo del estado inicisl de dicha capacitan-
¢ia de memoria y siendo apios dichos medios inversoresr (16, )
Para invertir los datos de entrada que han de escribirse sovre
dicha célula de memoria seleccionada (12) de la primera plu~

ralidad referida (14) en respuesta a la velocidad de carga
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diferencisl entre dicha primera (34) y segunda (33) capaci-
tancilas., .

10.- Perfeccionamientos; de conformidad com la rei-
vindicacién 8 o 9, caracterizados porque los medios de di-
recoién citados’comprenden una pluraslidad de barras de direc-
cidn, (Yi...Yk), presentando cada una de dichas células.de
memoria (12) un dispesitivo de puerta (36) con dos electro-
dos controlados y un electrodo de control (46), conectdndose
dicho electrodo de control (46) s una de dichas barras de di-
reccidn (Yi) para hebilitar dicho dispositivo de puerta (36)
con el fin de conectar su capacitancia de memoria (41) e di-
chos medios inversores (161), conectindose uno de dichos
electrodos controlado (47) a uno de dichos primero (nodo 1)

y segundo (nodo 2) terminales, comprondiendo el otro elec—
trodo controlado (48) dicha cepacitancia de memoria (41) y
conectdndose a una barra de direccidn adyacente (Y,) de lag
citadas paras habilitar una célula de memorig adyacente de las
citadas.

11l.~ Perfeccionsmientos, de conformided con las rei-
vindicaciones precedentes, en un sistema de memoria gue inclu-~
ye ung pluralidad de cédlulas de memorias, medios pars la lec—
tura y/o escritura de seflales de datos en dichas células de
memoria y una plurslidad de barras de direceidn pars habili-
tar cada una de ellas una cédlula de memoris regpectiva cite~
de con el fin de conectarla a dichos medios de lectura y/o
ewcritura, incluyendo cades una de @&ichas células do memoris
un dispositivo de puertardotado de dos electrodos controla-
dos y un electrodo de control, conectdndose sus electrodos

de control a una barra de direccibn respectiva citada, conec—
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tdndose uno de los electrodos controlados a dichos medios de
lectura y/o esdritura y comprendiendo su otro electrodo cone
trolado capacidad Para almacensr carge representativa de di-
chos datos, caracterizados pbrque dicho otro electrodo con~
trolado (48) de conecta a una bar;a de direccidn (Yz) para
habilitar wna de dichas células de memoria adyacente.

12.~ Perfeccionamientos, de conformidad con las rei-
vindicacioneg Drecedentes, para refrescar datos binarios so=-
bre une célula de memoria dotada de capacidad para almgcenar
carga representativa de dichos datos, caracterizados porgue
incluyen proporcionar un potencial inicisl a une primers (34)
Y segunda (33) capacitancis de un valor sustancialmente igual
en respuesta a una seflal de reloj de primer vaelor, proporoio~
nar un segundo potoncial de mayor magnitud que dicho potencial
inicial a diche primera (34) y segunda (33) cepacitencia en
rospuesta a una seflal de reloj de segundé valor y conectar
dicha cepacitencia de memoria (41) en baralelo con unag de di-
chas cepacitancias (34 o 33) de modo que la combinacidn para-
lela de dicha capacitancia de memoria (41) y dicha cepacitan-
cla se carguen, en respuesta g diche sefial de reloj de segun-—
do valor, hacia dicho segundo potencial con wna velocidad
mas lenta o mas rdpide que la velocidad de carga de la otra
de dichas capacitancias segin sea el cstado inicial de dicha
capacitancia de memoria (41) y refrescando diche cdluls do mo-
moria (12) para devolver dicho estado inicisl en respuesta g
la velocidad de carga diferecncial ontre dichas capacitancias.

13«~ Porfeccionamientos en un siétema de memorisa.

Seglin se describe ¥y reivindics en lg presente memo~
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ria deseriptiva que condts de 51 paginasfoliadas y escritas
a méquina por ung sola de sus caras y acompefledos de los di-
bujos reglamentarios.

Medrid, a 16 Mayo 1974
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